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Besedilo vaje

Sodobna zasnova in zanesljivost delovanja elektronskih vezij zahtevata dobro
poznavanje karakteristik in uporabnih lastnosti polprevodniskih komponent. To Se
posebno velja za mocnostne komponente, ki morajo biti ustrezno izbrane in optimalno
dimenzionirane. PolprevodniSke komponente v mocnostnih stopnjah so pogosto vzrok
odpovedi, zato je poznavanje metod hitrega preverjanja in odkrivanja napak bistvenega
pomena za reSitev problema. Cilj vaje je utrditev teh znanj na znacilnejsih
komponentah kot so bipolarni tranzistor, MOSFET tranzistor, IGBT, GTO, tiristor
in triac.
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Unipolarni tranzistor
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Triak smo vZgali z negativnim tokom I¢. SproZili smo ga z kratkim stikom med A, in G,
ko smo kratek stik odstranili je bil Se triak vedno vZgan.
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Tiristor hitro preizkuSamo tako, da ohmmeter
priklju¢imo med A in K tako, da je pozitivni
potencial ohmmetra na A, nato pa ne da bi prekinili
ta tokokrog kratko spojimo Se A-G in s tem
povzro€imo vZig tiristorja. Po odstranitvi povezave
med A in G mora tiristor ostati vZgan.
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Ko IGBT nabijemo s pozitivno elektrino — prevaja, ko pa ga nabijemo z negativno pa ne
prevaja.

Mocnostni FET
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Za samozaporni MOSFET (Metal Oxid Semiconductor) je znacilno, da je kanal
pri Ugs = OV popolnoma zaprt, pri prisotni Ugs pa se upornost kanala sorazmerno
zmanjSuje glede na velikost napetosti (za N-kanal pozitivna, za P-kanal negativna).

GTO

Delovanje GTO-ja lahko preizkusimo na improviziranem vezju z bremenom.
Vzigna karakteristika je podobna kot pri tiristorju medtem ko je tok gaSenja nekajkrat
vedji od toka vZiga in je odvisen od velikosti toka, ki ga GTO prevaja.
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12 13,6mA 72mA 1,67mA

Pri GTO viSamo napetost tako dolgo da ga vigemo. VZige nam pri 2,2V. nato
obrnemo polariteto in spet tako dolgo viSamo, da nam ugasne. Ugasne nam pri 7,7V.
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